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１．概要（Summary） 

微小光共振器の作製において、共振器の表面状態は

光の閉じ込め性能に関わる重要な要素の１つである。 
エッチングの手法として化学薬品を利用したウェ

ットエッチングがあるが、エッチングの等方性が悪い

ことが問題点として挙げられる。 
 そこで今回、等方的なエッチングが可能である

XeF2 ドライエッチングを利用し、表面が滑らかになるよう

な共振器を作製した。 

 
２．実験（Experimental） 
 まず、熱酸化膜処理がなされた Si 基板にスピンコ

ーターおよびUV露光装置(ズース社製MA6)を用いて

円形のフォトレジストをパターニングし、BHF によ

るウェットエッチングを行った。 
 そして Si の自然酸化防止のため、Si 基板は水中に

保管し、ドライエッチングの前にエアダスターとホッ

トプレートで水分を飛ばした後 XeF2 ドライエッチング

装置でエッチングを行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
XeF2の封入圧は 50-200 Pa で行った。 

 結果として、封入圧を上げるほど共振器の表面状態

は向上し、200 Pa でエッチングを行った結果、Fig.
１のようになった。 
 

   
 
 

 
 その後 CO2レーザーによる加工を行い、Fig.2 に示

すトロイド型共振器を作製した。その性能としては、

光の閉じ込め性能を示す Q 値として、Q~107を示すト

ロイド型共振器がウェットエッチングによる方法と

比べて歩留まりよく作製出来るようになった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
４．その他・特記事項（Others） 
なし。 
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Fig.1 SEM image of a disk type resonator after  

XeF2 etching. 

Fig.2 SEM image of a toroid type resonator. 


